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ラメータ C -25meV) の導出を行い，基礎物性データの抽出により理学分野へも貢献した。一方では，




















発を必要とした。 BiSrCaCuO 薄膜表面の Bi 組織を精密補償することにより高品位化(臨界温度109K)
に成功した。これら材料の表面・界面清浄化技術を樹立してNb/MgO/BSCCO で構成する SIS トン
ネル接合を MBE法により作製した。トランジスタのエミッタに利用すると共にトンネルスペクトロ
スコピーから超電導ギャップパラメータの算出を行い，基礎特性データの提供により理学分野の研究
推進にも大きく貢献した。一方では， Bi や Ca などの構成元素を薄膜面内で変調ドーピングさせる要
素技術を提案し，同一基板内に高温超電導体を選択的に作り込む分離形成技術として確立した。複雑
な構造の超電導三端子素子の作製やその集積化には有効に使える技術である。
上述のような諸準備のもとに高温超電導ベース三端子素子の試作を世界に先駆けて行い，高温超電
導ベース電極内の注入準粒子の輸送が初めて実験的に検証された。また，一連の輸送特性のデータは
理論的に矛盾なく説明された。
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以上のように本論文は，酸化物高温超電導エレクトロニクスや材料基礎科学の発展に資するところ
が多大であり，博士(工学)の学位論文として価値あるものと認める。
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